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実施機関名 共用設備運用組織名称

北海道大学 創成研究機構/ナノテクノロジー連携研究推進室

東北大学 ナノテク融合技術センター

筑波大学 研究基盤融合センター/オープンファシリテイー推進室

物質・材料研究機構 ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ融合ｽﾃｰｼｮﾝ/ナノ集積ライン

産業技術総合研究所 ナノデバイスセンター/ナノプロセシング施設

東京大学 大規模集積設計教育研究センター/超微細リソグラフィー。ナノ計測拠点

早稲田大学 ナノ理工学研究機構/ナノテクノロジーリサーチセンター

東京工業大学 量子ナノエレクトロニクス研究センター

名古屋大学 研究機器共有センター/ナノテクノロジープラットフォーム機構

豊田工業大学 研究設備共同活用センター/ナノテクノロジープラットフォーム事業協議会

京都大学 学際融合教育研究推進センター/ナノテクノロジーハブ拠点

大阪大学 ナノテクノロジー設備供用拠点

香川大学 微細構造デバイス統合研究センター

広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所/微細加工支援室

山口大学 産学公連携統括センター

北九州産業技術推進機構 産学連携統括センター
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ナノデバイスを核とした先端研究の推進
半導体×回路×MEMS*に関する有数の設計・試作・研究環境
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１細胞屈折率可視化
技術の開発
（上図：生細胞応答解
析用ＳＰＲイメージング
装置、 下図：刺激後の
１細胞毎の屈折率変
化）

チタン表面の
修飾による
予後の良い
インプラントの開発

ナノデバイス
を核とした

高度融合分野

ナノエレクトロニクス

医療・バイオ



集積システム
科学

研究部門
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①特徴量抽出処理(D-SIFT)

各項目に特徴量を投票
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Visual Word

756

各タイプの学習済みヒストグラム
(学習データベース）

768

1画面分のSWを入力

グリッドサンプリング 勾配ベクトル計算

②識別特徴ﾍﾞｸﾄﾙ変換処理
（Visual Word Histgram表現）
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③３タイプ識別
判定（SVM）

④識別確率計算

大腸NBI拡大内視鏡画像

開発中の診断支援システムの処理フロー
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(hyperplasias)
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(tubular adenomas)
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大腸 NBI拡大内視鏡画像診断支援の例

コンピュータの診断結果
（病理識別確率）

Type B
腺腫：78%

Type B
0.11508
0.78682
0.09810

SW:120×120画素

送信: 77mW

受信: 132mW
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トータル:

209mW

2245μm
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受信回路
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886μm

送信回路40nm CMOS

プロセスで試作

消費電力
通信速度

無線通信試験

209mW
11Gbps=                =19 pJ/bit

PA

Temperature sensor

チップ写真

40 nm CMOS technology

Chip size: 0.65× 0.78 mm2

(including pads)

Supply voltage: 1.1 V
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Measurement results

Simulation
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Psat variation:0.8 dB

OP1dB variation:0.8 dB

温度補償有り

小信号利得 入出力電力特性
ゲートバイアスを温度の二次関数で制御することに
よって温度補償を実現
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菌体回収率

枯草菌(グラム陽性) 大腸菌(グラム陰性)

CWB提示粒子 80% 5%

コントロール粒子 0% 0%

混合培養液からの枯草菌の選択的回収








